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図 1 Mgイオン注入 GaNの静的 PLスペクトル 
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【はじめに】p 型 GaN は、正孔濃度の違いにより、発光素子のコンタクト層や活性層への正孔輸送層、

HBT のベース層、高耐圧デバイスのガードリング、FET の反転チャネル層の形成などに必須の部品であ

り、デバイス構造デザインの自由度の観点からは、単なる Mg 添加 GaN(GaN:Mg)のエピ成長技術のみな

らず、任意位置への Mg イオン注入(I/I)による局所的 p 型領域の形成が必要である。我々は、転位の影

響を取り除いて I/I GaN:Mg の物性を明らかにするため、GaN 基板上 I/I GaN:Mg 層の評価を、エピ成長

GaN:Mg と比較しながら行ってきた[1]。本発表では、電気伝導や接合特性に直結する光学特性とも言え

る、I/I GaN:Mg で特に強く観測される、2.37eV にピークを持つ緑色発光（GL）帯と非輻射再結合中心

(NRC) に共通な点欠陥と考えられる窒素空孔（VN）に起因する諸現象について議論する。 
【実験】c 面 GaN 基板上に作製された I/I 及びエピ成長 GaN:Mg の、静的フォトルミネセンス（PL）およ

び時間分解フォトルミネセンス(TRPL)評価を行った。Mg濃度([Mg])は 1017～1019 cm-3台で変化させ、PL
測定における He-Cd レーザ 325.0nm による試料の励起光密度は 60 W/cm2 とした。 
【結果】図 1に、[Mg]=1×1017 cm-3の箱型プロファイルを持つ I/I GaN:Mgを 1300℃で熱処理した
試料の PLスペクトルの温度依存性を示す。極低温では、3.466 eVにピークを持つ中性アクセプタ
束縛励起子(ABE)発光線および、3.28 eVにピークを持ち 3.3～2.7 eVにわたる、エネルギー幅の広
い UV発光(UVL)帯が観測された。後者は、中性ドナー準位もしくは伝導帯の電子が中性アクセプ
タ準位に遷移する際の発光と考えられる。ABE 及び UVL が観測された事から、注入した Mg が
Gaを置換しMgGaアクセプタが形成された
と考えられる。一方、GL 帯及び、1.75 eV
にピークを持つ赤色発光(RL)帯は、無添加
(UID) GaNやエピ成長GaN:Mgにおいても
微弱ではあるが観測される事がある。 
 昇温に従ってABE及びUVL発光は消光
し、175 K以上ではGLが支配的となった。
更に昇温させ 200 Kを超えると GLも消失
し、室温付近では 2.2 eVにピークを持つ黄
色発光(YL)帯のみが残った。当日は、[Mg]
やアニール温度を変化させた I/I 及びエピ
成長 GaN:Mg の評価結果を用い、GL と
NRCの正体に関して議論を行う。 
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